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Работа направлена на выяснение природы электронно-обменных процессов между атомами проводящих твердых тел и на выяснение механизма направленного движения носителей заряда в проводниках /1/. Направленное движение электронов формируется наложением электрического поля на проводник. Однако известно, что электрическое поле в проводник не проникает. Исследования в рамках данной работы показали, что вероятность сохранения зарядов рассеиваемых ионов гелия и неона поверхностями металлов со свободным электронным газом и чистых полупроводников без носителей заряда мало отличаются друг от друга, что указывает на эквивалентность электронных строений атомов металлов, полупроводников и диэлектриков, а именно связанность валентного электронов с атомом при разной степени свободы перемещения их вдоль атомных связей. Исследования нейтрализации ионов на поверхности полярных кристаллов, диэлектриков, легированных полупроводников подтверждает такое предположение. Предполагается, что направленное движение электронов в твердом теле и величина проводимости создается направленной кулоновской силой давления на валентные электроны и определяется вероятностью перехода электрона от атома к атому. 
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